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 概　要

　　　極低濃度の欠陥消滅型半導体洗浄液に室温で数十秒～数分シリコン材料を浸漬するだけで、Cu, Ni, Fe, Co等の
金属汚染を完全に除去すると共に、シリコンダングリングボンドなどの欠陥準位を消滅することができます。

 技術内容

　　　欠陥消滅型半導体洗浄法では、金属と錯イオ
ンを形成することによって、金属汚染を完全に
除去できます。さらに、洗浄液の成分が欠陥準
位に選択的に吸着するために、欠陥準位が消滅
します。これら2つの効果によって、種々の半
導体製品の性能を向上することができます。

欠陥消滅型半導体洗浄法による
半導体製品の高性能化
Improvement of semiconductor products by use of 
defect passivation semiconductor cleaning method
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 応用分野　Application
シリコン太陽電池、薄膜トランジスター（TFT）、LSI
silicon solar cell

 目的・期待される効果
○ 金属汚染を109/cm2 以下にすると共に、半導体の欠陥準位を消滅
○ シリコン太陽電池の高効率化　
○ LSI、TFTの高性能化
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